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반도체 제조 공정중 에서는 연마재와 화학 첨가물들이 chemical mechanical polishing(CMP)
첨가된 슬러리로 웨이퍼 내 각 단층의 단차를 줄이는 을 목표로 한다global planarization . 
이 공정에서 사용되는 연마재는 화학적 구조적으로 안정적이고 공정에서 낮은 , CMP defect 
발생률과 의 성능이 요구된며 대표적인 연마재로는 세리아 실리카 지르코니아 roughness , , , 
등이 사용되고 있다 특히 공정에서는 연마중 . shallow trench isolation(STI) CMP 

에서 다양한 막질이 드러나기 때문에 사용되는 슬러리는 막질 간 를 조end-point selectivity
절하여야 하며 두꺼운 절연막에 대한 높은 연마율 그리고 에 대해 상대적으로 낮, stop layer
은 연마율의 성능을 보여주어야 한다selectivity .[1] 

막질과 막질은 수용액 상에서 수화되어 표면에 을 형성하며  Oxide Nitride Si-OH , 
의 경우 과 같이 기와 결합이 발생하고 이 결합은 패드 colloidal silica Fig. 1 Si-OH asperity

등에 의한 외력을 받을 때 막질의 일부와 같이 제거된다 본 연구에서는 이러한 연마재와 . 
연마 대상 막질과의 을 조절하여 연마율을 제어 했으며 이를 통해 interface reaction , 

를 높였다selectivity .

에 의한 막질 연마 원리Fig.1  Colloidal silica
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